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Nanoestruturas de CdSe apresentam gerag¢do de mdltiplos portadores (MP), logo possuem
potencial aplicacdo para confec¢do de dispositivos fotovoltaicos com maior rendimento quantico
[1]. Uma alternativa para o estudo da geracao de MP consiste na confec¢do de fotoresistores com
redes percoladas nanométricas de CdSe produzidas por irradiagdo com particulas energéticas
[2]. Neste trabalho, € realizado um estudo do processo de aglomeragdo de filmes finos de CdSe
através da irradiacdo com elétrons e fons leves, tendo em vista a confec¢ao de fotoresistores
nanoestruturados. Multiplas camadas SiO5(15 nm)/CdSe (3 nm)/SiO5 (15 nm) foram depositadas
por magnetron sputtering sobre Si e membranas de SizsN, no Laboratério de Conformagdo Nano-
métrica do Instituto de Fisica (IF) da UFRGS. As amostras como depositadas foram irradiadas
com He™ na linha de pfeixe, instalada no Laboratério de Implantagio Ionica - IF - UFRGS, em
uma regido de 15 x 30 xm, com energia de 1.2 MeV, densidade de corrente de 44 x 107% A cm—2
e fluéncia de 3,6 x 10'® cm™2. As irradiagdes com elétrons foram realizadas no microscépio
JEM 1200, instalado no Centro de Microscopia e Microandlise (CMM) da UFRGS, operado
a 80 kV, em uma regido com didmetro de 3,0 ym, com densidade de corrente 0,64 A cm—2
e fluéncia 3,6 x 10'? cm™2. As amostras foram caracterizadas por microscopia eletronica de
transmissdo, sendo que as irradiadas com Het também foram caracterizadas por Espectrometria
de Retroespalhamento Rutherford (Rutherford Backscattering Spectrometry - RBS), realizada
apenas na regido de irradiagdo com uso da técnica de uRBS in situ. Resultados preliminares
mostram que os filmes de CdSe apresentam modificacdo da microestrutura apenas nas regioes
irradiadas. Nas irradia¢cdes com He™ foi observado crescimento de grios, sem alteragdo da
composicdo durante o experimento, enquanto que as irradiagdes com elétrons apresentaram
nucleagdo e crescimento de nanoparticulas isoladas junto ao filme fino de CdSe, o que pode ser

atribuido a uma provavel separacado de fases induzida por irradiagao.
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